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【緒言】Pb(Zr, Ti)O3膜は、代表的な強誘電体および圧電体材料であり、圧電MEMSデバイス等へ

の応用が広く検討されている[1]。(100)/(001)配向の正方晶 Pb(Zr, Ti)O3薄膜は、(100)/(010)配向(面内

分極ドメイン：aドメイン)および(001)配向(面外分極ドメイン：cドメイン)で構成されており、そ

のドメイン構造は、特性を大きく左右することが知られている。ドメイン構造は基板と膜との面

内方向の歪量によって変化することが知られており、圧縮歪側は広く研究されてきた。一方、引

張歪側は、冷却時に a ドメインだけで構成される a1/a2ドメインから応力緩和のために cドメイン

が新たに誘起されるなど、ドメイン形成過程も複雑である。本研究では、引張歪側におけるドメ

イン構造と面内歪の緩和についての解析を行ったため、報告する。 

【実験方法】膜厚が約 30 nmの Pb(Zr0.08Ti0.92)O3 (以下、PZT)薄膜を(100)KTaO3基板上に作製した。

この場合、製膜時には基板の格子定数の方が膜より大きいため引張歪が発生する。作製した PZT

薄膜のドメイン構造解析は、面外および面内の X線回折法 (XRD)により行った。 

【結果】Fig. 1 に(100) KTaO3基板上に作製した正方晶 PZT薄膜の面外の XRD 結果を示す。Fig. 1

より、 (100)配向と(001)配向の PZT ピークが確認された。a および c ドメイン構造についてより

詳細に解析するために、(200)面における面内の XRD 回折図形を示す。Fig. 2(a)の結果より中心の

基板の回折の他に、6 つの PZT 由来の回折スポットが確認された。これらの回折スポットは Fig. 

2(b)に模式的に表したドメインに対応している。これらの回折スポットのうち、I, III, IV, VIのスポ

ットは常誘電体相から強誘電体相の相転移する際に最初に形成される KTaO3[100]からα傾いた

a1/a2ドメインであり、IIおよび V のドメインはその更に低温で応力緩和のために新たに形成され

た cドメインとそれに付随した aドメインに起因したスポットである。Fig. 2(a)において、IIのス

ポットは I および III のスポットよりも低角側に位置し、粉末の値に近づいていることがわかる。

このことは、低温で c ドメインと伴に形成された a ドメインが、a1/a2ドメインよりも緩和してい

ることを示している。 
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Fig. 1 Out-of-plane -2  

XRD profile of PZT/KTaO3 

structure. 

Fig. 2 (a) In-plane XRD profile around KTaO3 200 and (b) 

schematic diagram of domain structures corresponding to the spot 

in figure 2(a). 
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